
lDt~lH!ie Te:1lllohal tungsanordnungen de:r 
l)..9bndOb-lpa 

BeutRlm,,& !i0!l8B Kurzbasobrei.bW!8j Gebause 
I'D 'n1 I L 5 kl. npn-!f:ranBiBto:ren DIL 16 
ID H6 I2L ) IIIUtl. npn-Trandatoren DIL 16 

2 gr. npn-TransiBtoren 
2 pnp-Lsteral-Transistoren mit je 4 C 
2x (0.5;1;2,5;5';10) Ie Obm 

ID 118 I2L 
ID 124 J2L 

ID 141 I2L 
ID 142 I2L 
ID 143 I2L 
ID 144 I2L 
ID 151 I2L 
ID 155 I2L 

DIL 16 
DIL 16 

'-~.' .' . 

') 

I~L-Gatter DIL 16 
NOR-Scbal tung DIL 16 
2 lUI-l"lip-Plope DIL 16 { 2 D-l>lip-Plope DIL 16 
Eingangeetufen ITSA (TTL-I2L) DIL 16 • 
Auegangeetufen ITSA (I2L-TTL) DIL 16 , 

3. Sob'UillM,xprBohlap;e, Sobal tungeeigenaohafteq 
Die Reallsierung von Scbaltungen in integrierter Technik entbBlt eine Reihe 
spezirl.obar Merkmele, die durob die folgenden Teilscbaltungsbe1epiele naber 
erllUte:rt werden eollen. Die Schaltunga~ecbnik 1st vor all em durch die vorran­ 
gig. VerwendllD8 aktiver Bauelement,e zum Erreiohen einer bes'timmten Funktion ge­ 
kannzeiclmat, wobei weitgehandst auf den Einsatz von Widarstiinden verzicbtet 
wird. Die Gle10bbeit der auf einem Cbip enthaltenen integrierten Strukturen 
ar.oglicbt dabei LOsungen, die eine maximale Stabilitjlt und Reproduz1erbarkeit 
dar Sobaltun'gs·paraJlleter gewjlbrlaietan. Die vorgeatellten Teileollal.tungen sind 
in ISA-Kundenwunscbechaltungen hiiufig vorkolllmende Strukturen und sollen die 
Spezl:t111: de:r ISA-Sobaltungetecbnik be seer vereteben helien • .AuefLihrliohe Para­ 
meter werden dabei nur fi~ die ITSA-Schaltung IA 301 genennt, wobai grund- 
8atzllehe WeJ!'t's (z. B. Offse~gro1:len) sua den in Pkt. 2.2.-2.4. enthal tenen 
Angabo aqesohKtzt werden konnen. 

3.1. 8obaltune.be~epiele 
3.1.1. npn-/pnp-Stromquelle obne IB-Entlaetung 

Die St~Dque11e liefert einen v.on der Belastung weitgebendet unabhingigen 
Auegangs.trom 12, wobei das Spiegelverbiil tn~s durcb die Pliicben der Trans1s.to­ 
ren be.iimat •• rden kann. Bei glsicben Trans1etoren ergibt s1ell fur die 
Scbaltung _oh Bild 1 ein SpiegelverbUtn1e 

12 = B 
"'TI ~ 

Dieee eiDfaobe SCbaltung erlaubt ebar nur fUr hobe B (~50) e1ne genUgende 
Genauigkeit (B - 50, 12/11 = 0,98) 
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3.1.2. npn-/pnp-Stromquelle mit IB-Entlestung 

Die Stromentlaetung erfolgt bel disseD Scbaltungen durch Rad~1erUDg d •• 
BasisetromeinflueeaB durch eiDen zU8litz11cben Tra!lBietor. J'Ilr gletcAe B 
aller Treneietoran erbBlt lIIan einen Spiegeltaktor von 

12 = B2 + 2 .B 
fUr npn-Stromquelle Lj 'SZ + ? B+2 

12 _ B2 + B fU~ pnp-Stromquelle r;- - B2 + .8+2 

Demit ergeben slob beispislsweiee folgeod,e SpiegelverhlUtnisse: 

.B = 10 
II = )0 
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IA t:· ~I'r 20 Y 4 pnp-Lateral-Transistoren, DIL 16 
1 pnp-Substr.-Trans1stor 

IA 2?4 20 Y 2x (0,1;0.2; 0,45;0,9;1,6) k Ohm DIL 16 
Iii. 225 20 "( 2x (3,2;5;5;30) k Ohm DIL 16 
Lt.. 411 36 V 5 kl. npn-Transietoren DIL 16 
IA 510 36 V 2 gr. npn-~'ransi"toren, OIL 16 

A 
3 kl. npn-Transiatoren 

IA 517 36 V 4 pnp-Lateral-Trensistoren, OIL 16 ., i 1 pnp-Substr.-Trans1stor, 
IA 424 36 V 2 (0,1;0,2; 0,45;0,9;1,6) k Obm DIL 16 
IiI 525 36 v 2 (3,6;5;5;30) k Ohm DIL 16 
1.\ 301 36 V ~ultiplizierer, pnp-u. npn- DIL 16 

Stromquelle 

3.1.3. ~~~ ••••• r.t~ker ait Iollektorarbeit •• ider.tlDden 

fi ••• State wud 4et e1J1ga.etst. wo aine GegeDta~bWlgaDg •• paUWl' ZIU' o;ei­ 
t~.ararbei1RDg dar Sigaale b8D~tigt .ird. ZIU' Brb~hung de. JiQsans-wider­ 
.taD4 •• k~DDan fur !1, !2 Darl1ngtontransiatoran .arwendet werden. 
ltae grobe Bareohnung die.er Stute. iet 81t 

v = t. Rc .it r UT 
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3.1.4. Differenzvarstarker mit uns~mmetriechem Gegentaktstromausgang 

Di.ss Schaltung wird imQor dann oingesetzt, wenn aine Gegentakteingangs­ 
spannung in eine una~mmetrische Ausgangespannung bzw. einen Gegsn~akt­ 
susgangaatrom umgewandelt werden aoll. 
Vsretarkung: 

E 
.do IA = re Vu •• i = Rc 
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bz\'l, mit :r e 

Zur Verbsessrung der Auagangsa~mmetrie konnan fUr T3. T4 such erweiter~~ 
Stromapiegelsohsltungen abn11ch Bild 2 e1ngeeetzt werden. 
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2.4. Integrierte re11eohaltungesnordnungen (ITSA) 

Um dem Sohaltungeent.lokler ien Adtbau und d1e ~probung seiner Sohaltung ait 
diekretsD Beusleatnt.n zu ermogl10beD, dsreD EigeDschaften dann der .pater.D 
intsgrierteD Anor~DUDg aijglichat Dahs kommeD, werden durch das HPO "Int.grier~ 
te Te1lachaltungslDordnungsD" (ITSA) bergsstellt. ITSA sind Bauele.ente. bol 
dsnon durcb spezialle Le1tbebDtUbrung suf deD ISA-Grundohips BiDzelstruktureD 
oder Teilachaltungen aD ~uBsre AnsohlUsse hsrsDgstUbrt sind. 
Die HFO-ITSA gibt es als E1nzeIBtruktur-Arra~a (Traneistorsn und Wider.tMDde) 
und als FunktioDSblooks (StromquelleD, Plip-Plops u. a. ). 
ITSA aind keins Eluelements 1m Sinne von EndproduktsD der Herstellsr und 
sind auch Dicht ala selbetan4iga Bauelsmsnta verfUgbar. EDtspreohen4 threm 
Verwendungazweck wurden die ITSA kslnam beaondereD Selsktionsvertabren 
unterworten, d. h. ibrs Datsn l1egsD somit in der volleD Wertsatreuung des 
Herstellungsprozeaees. Demit wird gleichzeitig srreicht, daB fUr deD 
BrettachaltuDgasntwurf Bauslemsnte mit einer mijglichst natUrllcheD, den 
reelen VerhaltDisleD suf dam Grundchip sDtsprschenden Werteverteilung zur 
Verf'Ugung steben. Selbstveretilndl10b w1rd f'Ur ;ledee ITSA-Bausiement 
die volle FunktioDsf'ahigkeit garantiert. Dar AnwsDdsr kann HPO-ITSA .ur 
Erf'tillung ssiDer •• it dsm HFO sbgeetimmten EntwicklungsaufgabsD beim 
VEB HFO bezieher:. 

Integrierte Teilsohaltungsanordnungen der 
l\-Grundchipa 

Bezeichnung Prozell Kurzbeschreibung Gobauss 
IA 611 20 V 5 kl. npn-Tranaistoren DIL 16 
IA G 16 20 Y 2 gr. npn-Trar,aiatoren, OIL 16 

:s kl. npn-Tl'sneistoren 
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